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(57)摘要

本发明公开一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷

砖及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤：

步骤（1），将坯体粉料压制成型后干燥，形成砖

坯；步骤（2），在砖坯表面施底釉；步骤（3），在施

底釉后的砖坯表面喷墨打印图案，并施隔离釉；

步骤（4），在施隔离釉后的砖坯表面施全抛釉；步

骤（5），将施全抛釉后的砖坯干燥，烧成，抛光，获

得高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖；所述全抛釉烧成

后物相组成为：以质量百分比计，刚玉10～20%、

钡冰长石20～30%、赤铁矿0.5～1%和非晶相50～

68%。通过调整全抛釉配方和施釉方式等很好地

改善了全抛釉的耐磨性。
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1.一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤（1），将坯体粉料压制成型后干燥，形成砖坯；

步骤（2），在砖坯表面施底釉；

步骤（3），在施底釉后的砖坯表面喷墨打印图案，并施隔离釉；所述隔离釉的化学组成

包括：以质量百分比计，SiO2：42～50%、Al2O3：21～25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～

0.20%、CaO：10.0～12.0%、MgO：1.0～2.0%、K2O：0.5～1.5%、Na2O：1.5～2.5%、ZnO：4.5～

7.5%、BaO：6.0～10.0%、烧失：4.0～6.0%；所述隔离釉的熔融温度为  1150～1170℃；所述隔

离釉的施加方式为丝网印刷，比重为1.25～1.35  g/cm3，施加量为20～30g/  m2；

步骤（4），在施隔离釉后的砖坯表面施全抛釉；所述全抛釉的化学组成包括：以质量百

分比计，SiO2：42～50%、Al2O3：21～25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：8.5～

10.5%、MgO：4.0～6.0%、K2O：0.5～1.5%、Na2O：0.5～1.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～10.0%、

ZrO2：0.5～2.0%、烧失：4.0～6.0%；隔离釉的熔融温度低于所述全抛釉  10-20℃；所述全抛

釉的施加方式为丝网印刷，比重为1.50～1.70  g/cm3，施釉量为90～140  g/m2；

步骤（5），将施全抛釉后的砖坯干燥，烧成，抛光，获得高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖；

所述全抛釉烧成后物相组成为：以质量百分比计，刚玉10～20%、钡冰长石20～30%、赤

铁矿0.5～1%和非晶相50～68%。

2.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述底釉的化学组成包括：以质量百

分比计，SiO2：55～60%、Al2O3：21～24%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.15～0.25%、CaO：0.1～

0.3%、MgO：0.1～0.3%、K2O：4.0～5.0%、Na2O：2.0～3.0%、ZrO2：6.0～10.0%、烧失：3.0～

4.0%。

3.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述底釉的施加方式为喷釉，所述底

釉的比重为1.40～1.45  g/cm3，施釉量为400～550  g/  m2。

4.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，最高烧成温度为1210℃～1230℃，烧

成周期为60分钟～70分钟。

5.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，在最高烧成温度1210℃～1230℃的保

温时间为12分钟～20分钟。

6.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，步骤（1）中，干燥时间为1～1.5h，干燥

后砖坯水分为0.3～0.5  wt  %；步骤（5）中，干燥温度为100～150℃，干燥后砖坯水分控制在

0.9wt%以内。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的制备方法获得的高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖。
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一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖及其制备方法，属于陶瓷砖生产制造

技术领域。

背景技术

[0002] 全抛釉系列产品由于设计图案丰富、工艺简单易操作而为广大消费者所青睐，从

而在很大比例上取代了传统抛光砖的市场。但是随着使用年限的增加，全抛釉系列产品表

面的划痕、磨损程度比抛光砖更为明显，甚至有些公共场所出现因为釉面磨损过度缺花而

不得不重新装修的现象。目前市面上的全抛釉陶瓷砖，全抛釉配方基本采用低铝高钾钠的

体系，这种配方体系的抛釉烧成后釉层形成的非晶相含量较高，硬度高的晶型物质较少，另

外高钾钠配方体系的抛釉中Na-O、K-O的键强远低于Ca-O、Mg-O的键强，所以若要提高釉面

的硬度及耐磨需要减少碱金属含量，并采用部分碱土金属代替的方式。上述抛釉的施釉方

式目前普遍采用淋釉，淋釉的施釉量高，导致釉料成本在一定程度上有所上升，加上抛光深

度的增加，也会在一定程度上减少其硬度及耐磨性能。出于耐磨性能方面的考虑，市场工程

应用全抛釉系列产品的比例减少。因此，提升全抛釉的耐磨性能，扩大全抛釉的市场工程应

用比例刻不容缓。

发明内容

[0003] 本发明针对上述问题，提供一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖及其制备方法，通过

调整全抛釉配方和施釉方式等很好地改善了全抛釉的耐磨性。

[0004] 第一方面，本发明提供一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖的制备方法，包括以下步

骤：

[0005] 步骤（1），将坯体粉料压制成型后干燥，形成砖坯；

[0006] 步骤（2），在砖坯表面施底釉；

[0007] 步骤（3），在施底釉后的砖坯表面喷墨打印图案，并施隔离釉；

[0008] 步骤（4），在施隔离釉后的砖坯表面施全抛釉；

[0009] 步骤（5），将施全抛釉后的砖坯干燥，烧成，抛光，获得高硬度高耐磨全抛釉陶瓷

砖。

[0010] 其中，所述全抛釉烧成后物相组成为：以质量百分比计，刚玉10～20%、钡冰长石20

～30%、赤铁矿0.5～1.0%和非晶相50～68%。

[0011] 较佳地，所述全抛釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：42～50%、Al2O3：21～

25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：8.5～10.5%、MgO：4.0～6.0%、K2O：0.5～

1.5%、Na2O：0.5～1.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～10.0%、ZrO2：0.5～2.0%、烧失：4.0～

6.0%。

[0012] 较佳地，所述全抛釉的施加方式为丝网印刷。优选地，所述全抛釉的比重为1.50～

1.70  g/cm3，施釉量为90～140  g/  m2。
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[0013] 较佳地，所述隔离釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：42～50%、Al2O3：21～

25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：10.0～12.0%、MgO：1.0～2.0%、K2O：0.5～

1.5%、Na2O：1.5～2.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～10.0%、烧失：4.0～6.0%。

[0014] 较佳地，所述隔离釉的施加方式为丝网印刷。优选地，所述隔离釉的比重为1.25～

1.35  g/cm3。更优选地，所述丝网印刷使用120目～180目的网版。

[0015] 较佳地，所述底釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：55～60%、Al2O3：21～

24%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.15～0.25%、CaO：0.1～0.3%、MgO：0.1～0.3%、K2O：4.0～

5.0%、Na2O：2.0～3.0%、ZrO2：6.0～10.0%、烧失：3.0～4.0%。

[0016] 较佳地，所述底釉的施加方式为喷釉。优选地，所述底釉的比重为1.40～1.45  g/

cm3，施加量为400～550  g/  m2。

[0017] 较佳地，最高烧成温度为1210℃～1230℃，烧成周期为60分钟～70分钟。

[0018] 较佳地，步骤（1）中，干燥时间为1～1.5h，干燥后砖坯水分为0.3～0.5  wt  %；步骤

（5）中，干燥温度为100～150℃，干燥后砖坯水分控制在0.9wt%以内。

[0019] 第二方面，本发明还提供上述任一项所述的制备方法获得的高硬度高耐磨全抛釉

陶瓷砖。

附图说明

[0020] 图1为本发明一实施方式高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖的制备流程图；

[0021] 图2为本发明实施例1高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖的砖面效果图；

[0022] 图3为本发明实施例1高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖抛光后砖面的XRD图；

[0023] 图4中的A和B为本发明实施例1高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖抛光后电镜下不同放

大倍数的釉面晶体形貌图；

[0024] 图5中的A和B为本发明实施例1高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖抛光后全抛釉表面在

光镜下不同放大倍数的釉面晶体形貌图；可以看出经过抛光后釉面依然存在较多的晶体，

这些晶体为釉面提供了较高的硬度和良好的耐磨性能；

[0025] 图6为对比例1全抛釉陶瓷砖电镜下的晶体形貌图；可以看出该全抛釉配方所生成

的晶体比较杂乱，晶体总量比较少，从而釉面的硬度和耐磨较差；

[0026] 图7为对比例2全抛釉陶瓷砖手工放大镜下（放大倍数为100倍）的毛孔效果图；可

以看出淋抛釉的施釉量较多，使得釉层的厚度增加，釉面的透感变差，并造成釉层排气困

难，导致抛光后的毛孔较多；

[0027] 图8中的A为本发明实施例1使用的全抛釉的电镜能谱分析图；图8中的B为对部分

区域（A中对应位置）取点后的背散射电子图像以及成分分析测试结果表；

[0028] 图9为本发明实施例1使用的全抛釉的O、Mg、Al、Si、K、Ca、Ba、Zn元素的背散射电子

图像。

具体实施方式

[0029] 通过下述实施方式进一步说明本发明，应理解，下述实施方式仅用于说明本发明，

而非限制本发明。在没有特殊说明的情况下，各百分含量指质量百分含量。

[0030] 以下根据图1示例性说明本发明所述高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖的制备方法。
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[0031] 利用坯体粉料成型获得砖坯。可利用压机干压成型以形成砖坯。所述坯体粉料的

组成不受限制，可采用本领域常规的陶瓷砖坯体粉料。例如，所述坯体粉料的化学组成包

括，以质量百分比计，SiO2：60.0～70.0%、Al2O3：19.0～25.0%、Fe2O3：0.5～1.5%、TiO2：0.2～

0.5%、CaO：0.2～0.8%、MgO：0.3～0.8%、K2O：2.0～4.0%、Na2O：1.50～3.5%、烧失：4.0～6.0%。

[0032] 将砖坯干燥。干燥后的砖坯水分控制在0.3～0.5  wt  %。上述干燥时间可为1～

1.5h。

[0033] 在干燥后的砖坯表面施底釉。底釉主要起到遮盖坯体底色和瑕疵，有助于抛釉的

排气，以及减少抛光后毛孔的作用。

[0034] 一些实施方式中，所述底釉的化学组成可包括：以质量百分比计，SiO2：55～60%、

Al2O3：21～24%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.15～0.25%、CaO：0.1～0.3%、MgO：0.1～0.3%、

K2O：4.0～5.0%、Na2O：2.0～3.0%、ZrO2：6.0～10.0%、烧失：3.0～4.0%。

[0035] 所述底釉的施加方式可为喷釉。例如，所述底釉的比重可为1.40～1.45  g/cm3，施

釉量可为400～550  g/  m2。

[0036] 在施加底釉后的砖坯表面喷墨打印图案。喷墨打印图案的颜色和图案依照版面设

计效果而变化。

[0037] 在喷墨打印后的砖坯表面施隔离釉。施隔离釉的作用是帮助发色以及减少抛光后

产品黄边。

[0038] 一些实施方式中，所述隔离釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：42～50%、

Al2O3：21～25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：10.0～12.0%、MgO：1.0～2.0%、

K2O：0.5～1.5%、Na2O：1.5～2.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～10.0%、烧失：4.0～6.0%。

[0039] 所述隔离釉的施加方式可为丝网印刷。采用丝网印刷的方式可以较好地控制施釉

量并保证施釉的均匀性。所述隔离釉的比重可为1.25～1.35  g/cm3。所述隔离釉的施加量

可为20～30g/  m2。如果隔离釉的施釉量过多，会在一定程度上降低全抛釉的耐磨度。这主

要是因为隔离釉相对较低温，含有的钠含量也相对高，其中Na-O的键强要远低于Mg-O，因此

如果隔离釉的施釉量过多则会与全抛釉反应生成过多的非晶相从而降低耐磨度。本发明通

过采用不同目数的网版印刷和调整隔离釉的比重来达到控制隔离釉施釉量的目的。一些实

施方式中，所述丝网印刷可使用120目～180目的网版。

[0040] 上述隔离釉的熔融温度为1150～1170℃，这样可以保证釉面较高的硬度及耐磨

性，同时釉面的毛孔较好，避免抛光出现抛黄边的现象。优选地，所述隔离釉的熔融温度低

于全抛釉10-20℃，这样可以改善釉面的发色及减少抛光后的毛孔，同时可以避免全抛釉釉

坑的缺陷。

[0041] 在施隔离釉后的砖坯表面施全抛釉。一些实施方式中，全抛釉的化学组成包括：以

质量百分比计，SiO2：42～50%、Al2O3：21～25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：

8.5～10.5%、MgO：4.0～6.0%、K2O：0.5～1.5%、Na2O：0.5～1.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～

10.0%、ZrO2：0.5～2.0%、烧失：4.0～6.0%。

[0042] 通过电镜结合能谱分析以及XRD分析（图3、图4、图8、图9），可知黑色部分的点是刚

玉，柱状和针状晶体为钡冰长石。另外，通过XRD的定量分析，该全抛釉烧成后物相组成为：

以质量百分比计，刚玉10～20%、钡冰长石20～30%、赤铁矿0.5～1%和非晶相50～68%。

[0043] 上述全抛釉的原料组成可包括：以质量百分比计，刚玉9.0～15 .0%、石英8.0～
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13.0%、硅灰石15.0～20.0%、烧滑石5.0～10.0%、钾长石8～13%、钠长石1.0～5.0%、氧化锌4

～8%、高岭土8.0～13.0%、碳酸钡8.0～13.0%、氧化锆0.5～2.0%、堇青石10.0～15.0%。

[0044] 该全抛釉配方中刚玉和堇青石含量较高，同时增加了配方中的碳酸钡，可以使得

该全抛釉在烧成过程中形成更多的钡冰长石晶体，同时采用碱土金属钙、镁来代替配方中

的部分钾、钠含量（这样做主要是因为K-O、Na-O的键强度要远低于Ca-O、Mg-O），可以有效提

高釉面的硬度及耐磨性。另外，引入少量氧化锆（成核剂）来促进钡冰长石晶体的析出，从而

达到实现高硬度高耐磨的目的。

[0045] 一些实施方式中，所述全抛釉的制备方法可包括：称取配方量的上述原料，然后将

原料粉碎后过200～250目的标准筛，得到颗粒原料；将颗粒原料和水球磨，制得釉浆。颗粒

原料和水的质量比可为100：50。球磨至细度过325目标准筛余为0.6～1.0wt%。上述全抛釉

的流速可为80-90秒。釉浆经过干燥制粉过筛网，制得全抛釉粉。

[0046] 全抛釉的施加方式可为丝网印刷。淋抛釉方式不适用于本发明，主要是考虑到淋

抛釉的施釉量较多，釉层的厚度增加，釉面的透感变差，以及造成釉层排气困难，容易出现

抛光后的毛孔增多。施全抛釉形成的全抛釉层的厚度可为0.15-0.30mm。丝网印刷的目数可

为80-120目。例如，全抛釉的施加工艺参数可为：采用100目加厚三次的网版印刷一次。

[0047] 全抛釉的比重可为1.50～1.70  g/cm3。全抛釉的施釉量可为90～140g/m2，可以保

证釉面的硬度和耐磨，同时透感和发色也较好。

[0048] 调整之前全抛釉采用淋釉的施釉方式，该施釉方式导致全抛釉量较厚，坯釉中间

层相对更薄，釉面的硬度和耐磨性也会相应下降。这主要是因为全抛釉的釉层析晶主要出

现在釉面偏中上层以及与底釉交接的地方，如果施釉量过高，釉层的厚度增加，釉面的透感

变差，以及造成釉层排气困难，容易出现抛光后的毛孔增多。因此，相应地如要获取更好的

透感和镜面效果必然需要较高的抛光深度，随着抛光深度的增加，中上层的耐磨晶体被抛

掉，露出更多的非晶相，因此会导致釉面的硬度及耐磨下降。

[0049] 而调整全抛釉的施釉方式后，采用丝网印刷，可以较好地控制施釉量及均匀性，同

时施釉量越少，釉层越薄，坯釉中间层相对越厚，釉面的硬度及耐磨性越好。另外，釉层薄也

利于气体的排出，减少抛光后的毛孔，因此釉面硬度及耐磨得到提升。

[0050] 将施完全抛釉后的砖坯干燥。干燥温度可为100～150℃，干燥后水分控制在

0.9wt%以内。并将干燥后的坯体烧成。最高烧成温度可为1210℃～1230℃，烧成周期可为60

～70分钟。由于刚玉的摩氏硬度为9，钡冰长石的摩氏硬度为6～6.5；如果釉面含有硬度高

的晶体，其釉面也相应会表现出较高的摩氏硬度和耐磨性能。理论上来说硬度高的晶体含

量越高，其硬度和耐磨性能越好。在适当范围内，烧成周期越长，越有利于析晶，其中高温区

时间长可以使得原料得到充分的熔融和反应，在冷却带周期长可以确保有更多的晶体析

出。因此，为促进晶体析出，本发明除了对全抛釉配方和施釉方式进行调整外，还对烧成制

度进行调控以配合促进晶体析出。烧成周期越长，釉中氧化物熔融越充分，冷却保温时间越

长，析出的晶体越多。一些实施方式，本发明烧成制度的高温区时间约为12-20分钟，例如可

为15分钟。该高温区的温度为1210℃～1230℃。

[0051] 将烧成后的陶瓷砖抛光，磨边分级，获得全抛釉陶瓷砖。

[0052] 本发明制备的全抛釉陶瓷砖具备高硬度及良好的耐磨性能。其中莫氏硬度达5.5

～6；耐磨方面浅色产品达到5级12000转。由于耐磨的测试方法是根据GB/T  3810.6-2016进
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行测试；而磨损痕迹是通过肉眼观察，相对来说深色砖的釉面磨损痕迹会明显很多，更容易

被观察，因此判定的时候通常是浅色砖比深色砖耐磨等级更高。

[0053] 下面进一步例举实施例以详细说明本发明。同样应理解，以下实施例只用于对本

发明进行进一步说明，不能理解为对本发明保护范围的限制，本领域的技术人员根据本发

明的上述内容作出的一些非本质的改进和调整均属于本发明的保护范围。下述示例具体的

工艺参数等也仅是合适范围中的一个示例，即本领域技术人员可以通过本文的说明做合适

的范围内选择，而并非要限定于下文示例的具体数值。

[0054] 实施例1

[0055] （1）将坯体粉料使用压机干压成型；

[0056] （2）干燥以形成砖坯，干燥时间1～1.5h，干燥后砖坯水分0.3～0.5wt%；

[0057] （3）在干燥后的砖坯表面喷底釉，底釉比重1.40～1.45  g/cm3，施釉量400～550g/

m2；

[0058] （4）在喷底釉的砖坯表面喷墨打印图案；

[0059] （5）在喷墨打印图案后的砖坯表面使用140目丝网印隔离釉，隔离釉的比重为1.30 

g/cm3，施釉量20～30g/m2；

[0060] （6）印完隔离釉后，采用100目加厚三次网印全抛釉一遍，全抛釉的比重为1.56  g/

cm3，全抛釉的施釉量为100g/m2；所述全抛釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：42～

50%、Al2O3：21～25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：8.5～10.5%、MgO：4.0.～

6.0%、K2O：0.5～1.5%、Na2O：0.5～1.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～10.0%、ZrO2：0.5～2.0%、

烧失：4.0～6.0%；

[0061] （7）将印全抛釉的砖坯干燥，干燥温度为100～150℃，干燥后砖坯水分控制在

0.9wt%以内；

[0062] （8）将干燥后的砖坯烧成，最高烧成温度1220℃，烧成周期60分钟；

[0063] （9）抛光磨边分级。

[0064] 该实施例所制得的全抛釉陶瓷砖，具备高硬度（莫氏硬度5.5～6.0）以及良好的耐

磨性能5级12000转。

[0065] 对比例1

[0066] （1）将坯体粉料使用压机干压成型；

[0067] （2）干燥以形成砖坯，干燥时间1～1.5h，干燥后砖坯水分0.3～0.5wt%；

[0068] （3）在干燥后的砖坯表面喷底釉，底釉比重1.40～1.45  g/cm3，施釉量400～550g/

m2；

[0069] （4）在喷底釉的砖坯表面喷墨打印图案；

[0070] （5）在喷墨打印图案后的砖坯表面使用140目丝网印隔离釉，隔离釉的比重为1.30 

g/cm3，施釉量20～30g/m2；

[0071] （6）印完隔离釉后，采用钟罩淋釉方式施传统全抛釉，全抛釉的比重为1.80  g/

cm3，施釉量450～600  g/m2；该全抛釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：43 .0～

50.0%、Al2O3：12.0～16.0%、Fe2O3：0.1～0.5%、TiO2：0.1～0.3%、CaO：7.0～9.0%、MgO：3.5～

4.5%、K2O：3.5～4.5%、Na2O：1.5～2.5%、ZnO：3.0～5.0%、BaO：7.0～12.0%  、烧失：6.0～

9.0%；
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[0072] （7）将淋全抛釉后的砖坯干燥，干燥温度为100～150℃，干燥后砖坯水分控制在

0.9wt%以内；

[0073] （8）将干燥后的砖坯烧成，最高烧成温度1220℃，烧成周期60分钟；

[0074] （9）抛光磨边分级。

[0075] 经烧成后全抛釉面物相组成为：以质量百分比计，刚玉1～3%、钡冰长石3～5%、倍

长石3～5%、赤铁矿0.5～2%和非晶相85～90%。

[0076] 该对比例1所制得的全抛釉陶瓷砖，莫氏硬度4.5、耐磨3级2100转。比较图4和图6

可知，图6中抛光后釉面的晶体杂乱且刚玉数量较少，因此硬度和耐磨较差。

[0077] 对比例2

[0078] （1）将坯体粉料使用压机干压成型；

[0079] （2）干燥以形成砖坯，干燥时间1～1.5h，干燥后砖坯水分0.3～0.5wt%；

[0080] （3）在干燥后的砖坯表面喷底釉，底釉比重1.40～1.45  g/cm3，施釉量400～550g/

m2；

[0081] （4）在喷底釉的砖坯表面喷墨打印图案；

[0082] （5）在喷墨打印图案后的砖坯表面使用140目丝网印隔离釉，隔离釉的比重为1.30 

g/cm3，施釉量20～30g/m2；

[0083] （6）印完隔离釉后，采用钟罩淋釉方式施全抛釉，全抛釉的比重为1.80  g/cm3，施

釉量450～600  g/m2；所述全抛釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO2：42～50%、Al2O3：

21～25%、Fe2O3：0.16～0.46%、TiO2：0.10～0.20%、CaO：8.5～10.5%、MgO：4.0～6.0%、K2O：

0.5～1.5%、Na2O：0.5～1.5%、ZnO：4.5～7.5%、BaO：6.0～10.0%、ZrO2：0.5～2.0%、烧失：4.0

～6.0%；

[0084] （7）将淋全抛釉后的砖坯干燥，干燥温度为100～150℃，干燥后砖坯水分控制在

0.9wt%以内；

[0085] （8）将干燥后的砖坯烧成，最高烧成温度1220℃，烧成周期60分钟；

[0086] （9）抛光磨边分级。

[0087] 该对比例2所制得的全抛釉陶瓷砖，釉面的透感较差，毛孔相对多，莫氏硬度5.0、

耐磨4级6000转。所得陶瓷砖的硬度和耐磨性能稍差，说明淋抛釉方式不适用于本发明，主

要是因为淋抛釉的施釉量较多，釉层的厚度增加，釉面的透感变差，以及造成釉层排气困

难，容易出现抛光后的毛孔增多，见图7所示。
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图 1

图 2
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图 3
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图 4
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图 5
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图 6

图 7
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图 8
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图 9
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